SILIZIUM ~ NPN - PLANAR - EPITAXIAL -~ TRANSISTOR

Kombiniert mit Emitterdiode zur Temperaturkompensation,

u.a. fiir Stromspiegelschaltungen

BCV 61

n .
Mechanische Daten:
T T
Gehduse: Kunststoff,
S0T-143
Stempel: D 91
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Kurzdaten:

— Kollektor-Emitter-Sperrspannung UClEl o = max. 30 Vv
Emitter-Sperrspannung UE2B2 g = max. 6 Vv
Kollektorstrom, Scheitelwert ICl M = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei 9U é 60°C Ptot = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °C
Gleichstromverstirkung

bei UC1E1 =5V, ICl = 2 mA B = 100...800
Transit-Frequenz
bei UC1E1 =5V, IC1 = 10 mA fT = 300 MHz
10.84
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BCV 61

Absolute Grenzwerte: Transistor
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max.
Emitter-Sperrspannung bei UCB = 03 UEB g = max.
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = max.
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max.
Basisstrom, Scheitelwert: I M = max.
£ an0 1 B
Gesamtverlustleistung bei $; = 60°C: ) P,,¢ = max.
Sperrschichttemperatur: %J = max.
Lagerungstemperatur: ss = min.
&S = max.
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und den Anschliissen: Rth J/A =
zwischen den Anschliissen
und den Létfldchen des Substrats: . Rth a/s =
zwischen Substrat und Umgebung: ) Rth s/u =
1) BCV 61 auf Keramik-Substr_at von 8mmx 10mm x 0,7 mm
300 VZ 7300909
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BCV 61

Kennwerte: bei 6J = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Transistor T1

Kollektor-Reststrom

bei Ig =0, Uog =30 V: . Iss o0 % 15 nA
bei Ip =0, UCB =30V, sJ = 150 C: ICB o = 5 pA
Ko1lgktor-Emitter-Restspannung <
bei I, = 10 mA, Iy = 0,5 mA: Uok sat = 90 (: 250) mV
bei I, = 100 mA, I, = 5 mA: Uip gap = 200 (2 600) .mv
] Basisspannung 1
~— O~ bei I, = 10 mA, Iy = 0,5 mA: Upk sat = 700 mV 1)
bei I, = 100 mA, I = 5 mA: Upp sat = 900. mv ")
bei Uy =5V, I, = 2 mA: Upg = 860 (580...700) mv :)
bei Uop =57V, I, = 10 mA: Upe = 770 mv )
Glei?hstromverstﬁrkung >
bei Usp = 5V, I, = 100 pA: B & 100
bei UCE =5V, Ic = 2 mA: B = 100...800
Transit-Frequenz
' bei UCE =51V, Ic = 10 mA, fM = 35 MHz: fT = 300 MHz
Kollektorkapazitidt
bei Uyp = 10 V, Iy = 0, f = 1 MHz: c, = 2,5 pF
Emitterkapazitdt '
bei UEB =0,5V, IC =0, f =1 MHz: Ce = 9 pF
Rauschzahl
beiUCE=5V IC=200uA, Rg=2k9 < .
und f = 1 kHz, B = 200 Hz: F = 2 (= 10) dB
Vierpol-Koeffizienten
beiUCE=5V,IC=2mA,f=1kHz:

- KurzschluB-Eingangswiderstand: h11e = 5 » kQ
Leerlauf-Spannungsriickwirkungs h12e = 2 - 10
KurzschluB-Stromverstéirkung: h21e = 100...900
Leerlauf-Ausgangsleitwert: h22e = 30 ps

1) sugy /08y~ -2 mV/K %) AUg /a8, ~ - 1,7 mV/K

10.84
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BCV 61 -

Kennwerte, Fortsetzung: bei &J = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Transistor T 2
Basis—-Emitter-DurchlaBspannung
bei -IE = 10 pA:

bei —IE = 250 mA:

0,4 V
1,8 V

UgE
Uge

A v

Transistoren T 1 und T 2

Stromverhdltnis

bei -IE2 = 0,5 mA und UClEl =5V

und 8, = 25°C: 1
und 8 = 150°C: 1
Thermische Kopplung zwischen T1und T2 1)
(ohne Emitterwiderstand)
bei ~Ip, = ~Ig, y S 50 mA

E2
und U =5V, £ 50 maA:

C1E1 Ier
Maximaler Strom -I

fiir thermische Stabilitét von Iclz —IE2 X = 5 mA

Cl/-IE2 = 0,7...1,3

c1/'IE2

Spannungsdifferenz

zwischen den Emitteranschliissen: Ucont
<]

1) Transistor auf A l—___—-_
Keramik-Substrat
von 8mmx 10mmx 0,7 mm
V=SV | ¥ (j e
—-> (lmax ) ! 2 A =0,5mA .

A

16 mV 2)

2) entsprechend 2/3 Up

10.84
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BCV 61
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Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft iiber Liefermdgtichkeiten.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigen-
schaften im Rechtssinne aufzufassen. Etwaige Schadensersatzanspriiche gegen uns — gleich aus welchem
Rechtsgrund — sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrléssigkeit trifft.

Es wird keine Gewéhr Gbernommen, daB die angegebenen Schaltungen oder Vertahren frei von Schutz-
rechten Dritter sind.

Ein Nachdruck — auch auszugsweise — ist nur zulassig mit Zustimmung des Herausgebers und mit
genauer Quellenangabe.

10.84



BCV 61

Anwvendungsbeispiele:

Grundschaltung eines S{romspiegels Verstédrkerstufe mit '"gespiegeltem"
Gegentakt-Ausgang
Eingan: A o
gang us(gang v
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7 —
ky=B-ly ~
(E sy b2 (E) > -
T Vg T
'
J BCV 61
Multivibratorschaltung mit gespiegeltem Kaskodeverstdrker
o
+9..15V
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C
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10kQ
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100kQ
BCV 61
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SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXTAL - TRANSISTOR

BCV 62

Rombiniert mit Emitterdiode zur Temperaturkompensation,

u.a. fiir Stromspiegelschaltungen

€2 €y
Mechanische Daten:
T2 T
Gehduse: Kunststoff,
S0T~143
Stempel: C 91
P ] | L_Jvznow11
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Kurzdaten:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung —UClEl o = max. 30 V
Emitter-Sperrspannung -UE2B2 g = max. 6 Vv
Kollektorstrom, Scheitelwert -101 M = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei SU é Ptot = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur 3J = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung
bei -UCIE1 =5V, -I 2 mA B = 100...800
Transit-Frequenz
bei ~Uy b, =5V, -I,, = 10 ma fo = 150 MHz
VAIVD



BCV 62

Absolute Grenzwertes

-

Kollektor-Sperrsiannung bei IE = 03
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0s
Emitter-Sperrspannung bei UCB = 0:
EKollektorstrom, Mittelwert:

Kollektorstrom, Scheitelwert:

Basisstrom, Scheitelwert:
Gesamtverlustleistung bei 3U é 60°C: 1)
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und den Anschliissen:

zwischen den Anschliissen
und den Létflédchen des Substrats:

zwischen Substrat und Umgebung: 1)

Transistor

“Ucs o
“Uek o

—UEB g = max.

= maXe.

= max.

= max.
= maX.
~I = max.
= max.

P

%J = max.
9 = min.
9

= max.

Biha/a =

Bihass =
Bins/iw =

1) BCV 62 auf Keramik-Substrat von 8mmx 10mmx 0,7 mm
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BCV 62

EKennwerte: bei 0J = 25°c, sofern nicht anders angegeben

-

Iransistor T 1

Kollektor-Reststrom

bei IE = 0, _UCBV= 30 Vs . B % 15
bei IE =0, -UCB =30V, eJ = 150 C: -ICB 0 = 5
Kollektor-Emitter-Restspannung ’ <
bei -I, = 10 mA, -Ip = 0,5 mA: “Uek sat = 75 (z 300)
bei -I, = 100 mA, -Ip = 5 mA: “Uog sat = 250 (= 650)
Basisspannung
bei -Ip = 10 ma, -1 = 0,5 mA: -Upk sat 700
bei ~I, = 100 mA, -Iy = 5 mA: “ULE sat 850
bei ~Up =5V, -I, = 2 mA: -Uge z 650 (600...750)
bei _UCE =51V, —IC = 10 mA: -UBE = 820
Glei?hstromverstﬁrkung S
bei -UCE =35V, —IC = 100 pA: B = 100
bei Vg =58V, -1, = 2 mAs B = 100...800
Transit-Frequenz
bei _UCE =5V, -I, = 10 ma, £, = 35 MHz: fT = 150
Kollektorkapazitédt
bei _UbB =10V, I = Or f = 1 MHz: c, = 4,5
Rauschzahl
bei ~Uyp = 5V, -I, = 200 u4, B =2 kR <
und f = 1 kHz, B = 200 Hz: F = 2 (= 10)
Vierpol-Koeffizienten
bei “Usg =8 Vs -I, = 2 ma, f = 1 kHz:
KurzschluB-Eingangswiderstand: h11e = 3 .
Leerlauf-Spannungsriickwirkung: h12e = 3 - 10
KurzschluB-Stromverstédrkung: Ah21e = 100...900
Leerlauf-Ausgangsleitwert: h22e - 50
) M(-Upg _.)/88; ~ - 2 mV/K 2) a(-Ugg)/ae; ~ - 1,7 mV/K

kQ
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BCV 62

Kennwerte, Fortsetzung: bei 0J = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Transistor T 2 N

Basi's-Emitter-DurchlaBspannung

bei I, = 10 pA: -U g 0,4 V
E ” BE <

bei IE = 250 mA: -UBE = 1,5 V
Transistoren T 1 und T 2
Stromverhiltnis

bei IE2 = 0,? mA und —UC1E1 =5V

bei 8, = 25°c= ) -1(:1/1E2 = 0,7...1,3

bei 8y = 150 C: -101/1E2 = 0,7...1,3
Thermische Kopplung zwischen Tiund T2 1)
(ohne Bmitterwiderstand)

bei IE2 = IE2 x = 50 mA<

und -U01E1 =51V, -I01 S 50 mA:

Maximaler Strom I

fiir thermische Stabilitdt von -Iclz IE2 x = 5 mA
Spannungsdifferenz < 2
zwischen den Emitteranschliissen: U ont = 16 mv )

— as
) Transistor auf )
Keramik-Substrat .
von 8 mm x 10 mm x 0,7 mm ”
~Ugses=5V k2
—b (Imax ) T J { T2 (‘9 =0,5mA

2) entsprechend 2/3 Up
=20mA

O,
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BCV 62
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Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft (iber Liefermdglichkeiten.
Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigen-
schaften im Rechtssinne aufzufassen. Etwaige Schadensersatzanspriche gegen uns — gleich aus welchem
Rechtsgrund — sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit trifft.

Es wird keine Gewéhr iibernommen, daB die angegebenen Schaltungen oder Verfahren frei von Schutz-

rechten Dritter sind.

Ein Nachdruck — auch auszugsweise — ist nur zuldssig mit Zustimmung des Herausgebers und mit

genauer Quellenangabe.

10.84



BCV 71
BCV 72

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOREN

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SO0T-23
23 A 3 DIN 41 869

Stempel: BCV 71: K 7

BCV 72: K 8 r+=29max —>
MaBlangaben in mm. 19
mﬁr—
£ 8.}
25
| Bﬂﬂﬂn““

o

!
—»| [+—043max
VZ720204.1

Kurzdaten:

Kollektor-Sperrspannung = max. 60 V

UCB 0
Kollektor~Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 60 ‘V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei 9 < 25°% P i =mex. 200 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
BCv_71 BCV 72

Gleichstromverstidrkung
bei UCE =5V, IC =2 mA B

Transit-Frequenz
bei UCE =5V, I

110...220 200...450

c =.10 mA fT = 300 MHz

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 322



BCV 71

BCV 72

Absolute Grenzverti: (gultlg bis 3J max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 60 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei IB = 0, Ic = 2 mA: UCE o = max. 60 V

Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 5 V
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = max. 100 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: Ic M = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei 3Ué 25°¢C: 1) Ptot = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur: 5J = max. 150 °
Lagerungstemperatur: . SS = min. -65 °

3 = max. 150 °C
Warmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Rou S 0,62 K/mW
1) Transistor auf Keramik-Substrat von 7 mm x 5 mm x 0,5 mm

200 /P 739038
Rot max ™
(mW) N
AN
N
100
Ny
\\
N
00 50 100 150
3(°C)

6.80 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN

66



BCV 71

BCV 72

Kennwerte: BCV 71 BCV 72
bei sJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom <

bei IE =0, UCB =20V . ICB 0 ?‘ 100 nA

bei IE =0, UCB =20V, SJ = 100 C: ICB 0o = 10 pA
Kollektor-Emitter-Restspannung <

bei I, = 10 mA, I = 0,5 mA: Uok sat = 120 (= 250) mV

bei I, = 50 mA, I = 2,5 mA: Uok sat = 210 mV
Basisspannung

bei IC = 10 mA, IB = 0,5 mA: UBE sat = 750 mV

bei IC = 50 mA, IB = 2,5 mA: UBE cat = 850 mV

bei UCE =5V, IC = 2 mA: UBE = 550...700 mV
Gleichstromverstirkung

bei UCE =5V, IC = 10 pA: B = 90 150

bei Uog = 5%V, IC = 2 mA: B = 110...220 200...450
Transit-Frequenz

bei UCE =51V, IC = 10 mA, fM = 35 MHz: fT = 300 MHz
Kollektorkapazitadt <

bei UCB =10V, IE =0, f = 1 MHz: Cc = 4 pF
Rauschzahl

bei UCE =5V, IC = 200 pA <

und Rg =2 kQ, f =1 kHz, B = 200 Hz: F = 10 dB

Kennlinien siehe BCW 31/32/33
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 6.80
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BCW 89

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOR

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SO0T-23
23 A3 DIN 41 869

Stempel: H 3 +—2.9max —
MaBangaben in mm. 19
o ] 0.95[«
4 '_———T—
[e : B
_pJl 01 min i 13rmu;¥L
[ v C
05 1]
2%2 —»{ [*—043max
12 VZ720204.1
max
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 60 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung “Uog o = max. 60 V
Kollektorstrom, Scheitelwert -IC M = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei 9 $ 25% P,y = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °C
Gleichstromverstdrkung
bei -UCE =5V, -IC =2 mA B = 120...260 .
Transit-Frequenz
bei -Upp =5V, -I, = 10 mA £y = 150 MHz

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 3]%?



BCW 89

Absolute Grenzwerte: (gultlg bis SJ max)
Kollektor-Sperrspa;nung bei IE = 0: -UCB o = max. 60 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei UBE = -UCE g = max. 60 V

bei IB = 0, -IC =2 mA: _UCE o = max. 60 V
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: -UEB o = max. 5 V
Kollektorstrom, Mittelwert: -IC AV = max. 100 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: -Ic M = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei 3U é 25°¢: 1) Ptot = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur: 3J = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: SS = min. -65 °cC

8 = max. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Rth U é 0,62 K/mW
1) Transistor auf Keramik-Substrat von 7 mm x 5 mm x 0,5 mm
/P 73 9039
200
Rot max o
(mw)
N
N
100 ™
\\
0 150
0 50 100 3,(°C)

3.80 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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BCW 89

Kennwerte: bei &J = 2500, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom ) <

bei IE =0, -UCB =20 V: . -ICB 0 ? 100 nA

bei IE =0, -UCB =20V, 8J = 100 C: —ICB 0o = 10 uA
Kollektor-Emitter-Restspannung <

bei -I, = 10 mA, -Ip = 0,5 mA: “Uop sat = 80 (= 300) mv

bei -IC = 50 mA, -IB = 2,5 mA: -UCE sat = 150 mV
Basisspannung

bei -Ic = 10 mA, -IB = 0,5 mA: -UBE sat = 720 mV

bei —IC = 50 mA, -Ig = 2,5 mA: -UBE sat = 810 mV

bei -UCE =51V, -IC = 2 mA: -UBE = 600...750 mV
Gleichstromverstdrkung

bei -UCE =51V, -IC = 10 pA: B = 90

bei -UCE =5V, -IC = 2 mA: B = 120...260
Transit-Frequenz

bei -UCE =5V, -IC = 10 mA, fM = 35 MHz: fT = 150 MHz
Kollektorkapazitdt <

bei -UCB =10V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 7 pF
Rauschzahl

bei -UCE =51V, -IC = 200 pA <

unng=2kQ,f=1kHz,B=200Hz: F =] 10 dB

Kennlinien siehe BCW_29/30
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 6.80
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SILIZIUM - NPN - PLANAR - DOPPELTRANSISTOREN

fiir Differenzverstiérker

Mechanische Daten:

BCY 87
BCY 88
BCY 89

fe-max.53 in.12,7r-
Gehduse: Metall
JEDEC TO0-71

Alle Anschliisse sind r
vom Gehduse isoliert. y
MaBangaben in mm. | b

-

™

b

Kurzdaten:

. BCY 87 BCY 88 BCY 89
Doppeltransistor - == ==
Verhdltnis
der Kollektorstréme ICI/IC2 = 0,9-1,11 0,8-1,25 0,67-1,5
Eingangs-Fehlspannung UF g 3 6 10 mV
Temperaturkoeffizient <
der Eingangs-Fehlspannung AUF/AQU = 3 6 10 uV/K
Eingangs-Fehlstrom IF é 25 80 300 nA
Temperaturkoeffizient <
des Eingangs-Fehlstromes AIF/A&U = 0,5 2 10 nA/K
Verhidltnis
der Gleichstromverstérkungen B, / B, = 0,9-1,11 0,8-1,25

.~ v
Einzeltransistoren h
Kollektor-Sperrspannung UCB o = mex. 45 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = mex. 40 v
Gesamtverlustleistung Piot = max. 150 mW
Gleichstromverstérkung
bei UCB =10 V, IC = 50 pA B = 100-450 100-450 100-450
bei UCB =10V, IC = 10 mA B =‘ 1oo-eoq
Transit-Frequenz N e
bei U =10V, -I. = 50 pA f = 10 MHz
CB E A T N
bei UCB =10V, -IE = 500 pA fT = 50 MHz
Breitband-Rauschzahl <
bei UCE =51V, IC = 50 pA F = 3 4 4 dB
VALVO TRANSISTOREN 1.76
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BCY 87

BCY 88
BCY 89

Absolute Grenzwerte, Einzeltransistoren: (giltig bis 3J max

)

(=}

= maxX. 45 Vv

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: CB 0
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei I'B = 0: UCE o = mex. 40 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 5 V
Kollektorstrom: IC = max. 30 mA
Gesamtverlustleistung: Ptot = max. 150 mW
Sperrschichttemperatur: &J = max. 175 °
Lagerungstemperatur: ss = max. 175 °
Wdrmewiderstand, Einzeltransistoren:
Wirmewiderstand zwischen Sperrscﬁicht und Umgebung: Rth U s 1 K/mW
200 VZ 739612
Prot max
(mW)
150
100
50
0
0 25 50 s 100 125 9y (*C) 175
1.76 VALVO TRANSISTOREN
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BCY 87
BCY 88
BCY 89

Kennwerte, Einzeltransistoren:

bei SU = 2500, sofern nicht anders angegeben

- BCY 87 BCY 88 BCY 89
Kollektor-Reststrom <
bei UCB =20V, IE = 0: ICB 0o - - 10 nA
bei U, =20V, I, =
CB o, ’ 'E <

und GU = 90 C: ICB 0 = 5 20 nA
Gleichstromverstérkung

bei U,, = 10 V

und IgB= 5 pA: B 2 80

und IC = 50 pA: B = 100...450 100...450 100...450

und I = 500 uA: B = 120...600

und IC = 10 mA: B = 100...600
Transit-Frequenz N~ /

bei UCB =10V N

und -IE = 50 pA: = 10 MHz
und -IE = 500 pA: 2 50 MHz
Kollektorkapazitidt

bei U = 10 V, IE =0 <

und f'= 1 MHz: C. = 3,5 pF
Rauschzahl

bei UCE =5V, IC = 50 pA,

f =1 kHz, B = 200 Hz <

und R =R : - F = 4 5 5 dB

4 g opt

Breitband-Rauschzahl

bei Uyp = 5V, I, = 50 pa,

R = 10 kR <

ufid £ = 10...15000 Hz: F = 3 4 4 B
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BCY 87
BCY 88

BCY 89

Kennwerte, Doppeltransistor:

bei Uppy cB2

=U.. 10V, -(1

E1*Ee

und &U = 2500, sofexn nicht anders angegeben

Verhdltnis
der Kollektorstrome
bei Uppy = Upgo*
Eingangs-Fehlstrom
(input offset current,
Basisstrom-Differenz)
bei UBEl = UBE2:
Temperaturkoeffizient
des Eingangs-Fehlstromes
bei 8 = -20...+90°C:

Eingangs-Fehlspannung
(input offset voltage,

Basisspannungs-Differenz)
bei ICl = ICZ:
Temperaturkoeffizient

der Eingangs—Fehlspgnnung
bei 8U = ~-20...490°C:

Verhdltnis

ICl / IC2

I

Ig = |IB1' B2

ALL/b8y

Up = |UBE1'UBE2|

AUF/AeU

der Gleichstromverstidrkungen

bei ICl = IC2=

_[E

-ler=-lg2

-[E‘.

_]Ez.

) = 10...100 pA

[[PaN

[ aN

[[PaN

BCY 87 BCY 88

BCY 89

0,9-1,11 0,8-1,25 0,67-1,5

25 80

1(§3) 2(§6)

0,9-1,11 0,8-1,25

T T

|
|
|
|
I

VD 740036

Ugg1=Usg2

T
Uge

300 nA

10 nA/K

10 mv

4(210) wv/K

- a9__
Igp /1g = exp 55 U
IE2/IE1 wird bei Uy = 0 gemessen, d.h. bei Uppt = Upgo’
Upy d.h. IUBE2-UBEl , wird bei IE2/IE1 = 1 gemessen.
]2;26 VALVO TRANSISTOREN



BCY 87

Ersatzschaltung fiir Messung
der Temperatur-Koeffizienten:

BCY 88
BCY 89

des Mefiverstidrkers:

dquivalente Driftspannung

(Quelle mit R, >0

dquivalenter Driftstrom

(Quelle mit Ri—)oo )

driftfreie Transistoren

Messung des Temperatur-Koeffizienten der Eingangs-Fehl spannung:

Die Verstdrkung des MeBverstirkers ist gegeben
durch R,/R; = 100.

Die Temperatur des MeBverstirkers wird auf 61
zwischen -20°C und +90°C eingestellt und

nach Erreichen des thermischen Gleichgewichts
durch Einstellung von RVl die Ausgangsspannung
auf Null gebracht (|U281' <1mv).

Danach wird die Temperatur auf §_, zwischen
-20°C-und +90°C verdndert, dann” gilt nach Er-
reichen des thermischen Gleichgewichts

]
1 Ugso =~ Ussr By
AUF/AaU = —52_'-—3'1_ . g
VALVO TRANSISTOREN 1.76
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BCY 87
BCY 88
BCY 89

Messung des Temperatur-Koeffizienten des Eingangs-Fehlstromes:

Die Verstidrkung des MeBlverstdrkers
— } ist gegeben durch R = 100.
R 50kS21% Ry ORR 1% see 2/%y

Die Temperatur des MeBverstdrkers
wird auf §, zwischen -20°C und +90°C
eingestell% und nach Erreichen des
thermischen Gleichgewichts durch
Einstellung von 1 bei geschlosse-
nen Schaltern S, und S, sowie an-
schlieBend durch Einstellung von

bei ge6ffneten Schaltern die
Ausgangsspannung auf Null gebracht
VD 740040 (|U291| <1 mv).

Danach wird die Temperatur auf §

R

1

MQ zwischen -20°C und +90°C verdndeft,
R dann gilt nach Erreichen des ther-
ve mischen Gleichgewichts
-vo—{T" 0.y
o1 /ne, - 2oz Veer Ry 1
F U 92 - 91 R2 2 Rg
O
15V
MeBverstérker: R“‘ '
25k 33k 33kQ 1K
75 75
knn kQ"
Priifling
BCY87 BCY87
+
27Q
A 33nF
' 100
120kQ BCY 89 kQ
4 N
22kQ 18kQ 26kQ
vO 710122
1) Temperatur-Koeffizient TK, < 10-5/K
1.76 VALVO TRANSISTOREN
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BCY 87

Daten des MeBverstidrkers:

BCY 88
BCY 89

Leerlauf-Spannungsverstidrkung (bei zZ, = 10 kQ): Vi = 10°
Frequenz fir Vu =1: fl = 10
Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich: Uic = -10...+10
Ausgangsspannungsbereich: Uq = -10...+10
Verfiigharer Ausgangsstrom: Iq = =2,5...42,5
Eingangswiderstand: Tig = 100
Ausgangswiderstand: rq = 20
Gleichtaktunterdriickung: a, = 105

100 ER 08T

Y ~N

(dB) N

A
N
N
N
N
N,
50 N
N
N
™
N
o N
10 102 103 104 105 108 ¢ gy 107

MHz

kQ

kQ
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